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شوم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشی اينجانب هد میمتع مريم دودانگهاينجانب 

تحت نظارت و راهنمايی اسااات د دانشااگاه صاانعتی ام ركد ر  وده و  ه دسااتاوردها  ديگران كه در اين   

پژوهش از آنها اساتااده شاده است مطا م مرررات و روام متعارا ارجاو و در رهرست منا و و مذ ذ ركر   

 سطح يا  الاتر ارائه نگرديده است.ت. اين پايان نامه قدلاً  را  احراز ه چ مدرك همگرديده اس

در صاورت ابدات تلف  در هر زمان  مدرك تحيا فی صادر شده توسد دانشگاه از درجه ابتدار ساقد   

  وده و دانشگاه حم پ گ ر  قانونی  واهد داشت.

ونه  اشااد. هرگ ه دانشااگاه صاانعتی ام ركد ر می كف ه نتايج و حروق حاصاال از اين پايان نامه متعفم 

 ردار   ترجمه و اساااتااده از نتايج بفمی و بمفی  واگذار  االابات  ه ديگران يا  ا  و تر، ر  ن اااله

 اقتداااا از اين پااايااان نااامااه  اادون موارراات كتدی دانشاااگاااه صااانعتی ام ركد ر ممنوو اساااات.   

 نرل مطالب  ا ركر مذ ذ  لامانو است.
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تشکر و قدردانی: 

 دا را شاكرم كه  ه من تور م ك ب بفم و انجام  دمتی هر ند كو ک در راه تعالی اين سرزم ن 

 را بطا كرده است.

و دل اااوزانه و   اار زحمات  ی دريغو ا تدا از دكتر ياور   ه  شااامردهدر اين  لش ررصااات را ممتنم  

 ه در دوران كارشااناساای و  ه در دوران كارشااناساای ارشااد از  .تشاارر می كنم ما دشااانرهنمودها  

 راهنمايی ها  ايشان    ار  هره  رده و آمو ته ام.

كه در تمامی مراحل زندگی شاااهلا  بزيزم همچن ن و  رادر مهر انم يوسااا  و   ی نظ راز پدر و مادر  

دان و حامی من  ودند و دلگرمی و حضورشان همچون  راغی روشن در زندگی من  وده است  نهايت پشت 

 تشرر را دارم و دستشان را می  وسم.

هم  ن ن از آقاا  مج اد يعرو ی  اه  ااار تماامی كماک ها و رهنمودهايی كه  ی دريغ در ا ت ار من       

 ی نهايت سپاا گزارم. از آقا    ودند و تمام وقتی كه صارا كردند و پاسالگو  ساوالات من    گذاشاتند 

 ن ن از دكتر مهد  نهايت تشرر را دارم. همساع د  راتی ن ز  ه دل ل تمامی كمک ها  ارزشامندشاان    

تمامی دوساتان حاراار در آزمايشگاه مدارات مجتمو   آقا  بفی رحمانی و مح ان تمدن و  دكتر  راتی و

  ام د و  وش حالی من  وده مظاهر  كه همواره مايهدانشگاه صنعتی ام ركد ر و همچن ن آقا  مهرداد 

 اند و از ه چ كمری دريغ نررده اند   ی نهايت سپاسگزارم و قدردان الطارشان ه تم. 

 

 

 
 
 
 



 

 أ

 

 چکیده

 ر تحريک ها  بيدی و دريارت مدتنی   پروتزها  بيادی و    ار  از ش وه ها  درمان نارسايی ها  ممز        

اين تحريک ها  بيدی و  گ رند.رودها  كاشته شده در ممز صورت مید كه از اريم الرتها ه اتن ها  آنپاسا  

ب زه سد  امروی گ رندها  ا اساتااده از الرترودها صورت م اريم بدت رعال ت الرتريری نورون دريارت پاسا  كه از 

 شاااررت در بفم پ اند.ها  قا ل كاشااات ممز  شااادهاشاااه  پروتزها و ترا  در زم نهها  گ اااتردهپ شاااررت

ربت و  را  ارزايش س از س  تم ها  انترام داده  ا سربت  الاتر را افب می كند ن ال جديد    م رروالرترون ک

در اين تحر م  ه  .ن از اساات كه دريارت تحريک و ارسااام پاساا   ه مح د   رون  ه اور همزمان صااورت  گ رد  

  كم شامل يک ترويت كنندهكه  OOKمدولاس ون   ا رركانس  الامجتمو   يک گ رندهاراحی و شاد ه ساز   

 ه منظور دريارت س گنام تحريک ممز  از مح د   رون و انترام آن  گ گاهرتز 4/2 نويز و يک م ر ر در رركانس

پردا ته شاده اسات. اين گ رنده  ه گونه ا  اراحی شده است كه قا ل استااده در يک تراشه شامل      ه الرترودها

ون   ن از اين رو ايزولاس    همزمان تحريک و پاس  دريارتی می  اشدده  ا قا ف ت انترام دواررهررستنده و گ رن

ه     كم نويز از سااا تار سااورا مشااتركدر  لش ترويت كننده .همواره مد نظر  وده اسااتررسااتنده و گ رنده 

دد ب   سا تار جديد  ر و ارائهاراره كردن يک ترانزي تو ا استااده از  استااده شده است و همراه سورا تدهگن

و ت زتر كردن هر  ه   شاتر پاس     ه منظور ارزايش ايزولاسا ون  نويز اين ترويت كننده كاهش داده شاده اسات.  

 ADSنرم افزار  EM شد ه ساز   استااده از يک سف  دوارره و اراحی آن از اريم از ايده  رركان ای گ رنده 

 dB  22و رساندن ايزولاس ون  ه ترويت كننده كردن پاس  رركان یطفوب تر هره گررته شاده است كه بلاوه  ر م 

هم  ن ن در  لش م ر ر  را ن ز سدب شده است. و كم تر شدن توان ميرری شادن م ااحت تراشاه     كو ک تر

ر ه  ك اين سا تار در ها  پ ش ن استااده شده می  اشد. تارساا تار جديد  ارائه گرديده است كه متااوت  ا سا 

س گنام  ه اور همزمان  ه  اند پايه انترام داده شده  ر فتر می    اساتااده از وارونگرها  متوالی استوار است  پايه

شاود و  ه ساطح ديج تام مورد ن از می رساد. هم  ن ن توان ميارری در ساا تار م ر ر ارائه شده    ار پاي ن      

صااورت ولت  2/1و ولتا  تمذيه  Cadenceار  ا نرم ارز 180nm CMOSساااز  ها در ترنولو  اساات. شااد ه 

ر دآوت  پس از لیشده است و  ا استااده از شد ه ساز   رسموت سا تار اراحی شده آنهايت لیدر گررته اسات.  

و پهنا   dB  5/33و  هره dB 1/2و بدد نويز -dB 7/11  مردار تطد م ورودكم نويز    لش ترويات كننده 

 . اشدمیمگاهرتز  222 اند 

مگا  ت  ر بان ه حاصال شاده است. هم  ن ن م احت    122داده  نرخوات و م فی 81/2 كل گ رنده توان ميارری 

و هر   ت  pJ32  را ر  ا  يک و مردار انر    را  آشرارساز  هر   ت می  اشد 2mm 3/2   اراحی شدهتراشاه 

 است. pJ24  صار
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 رهرست ا تيارات
 

NF Noise Factor 

 

PSC Printed Spiral Coil 

 

AGC Automatic Gain Control 

 

DBS Deep Brain Stimulation 

 

EM Electro-Magnetic 

 

BMI Brain Machine Interface 

 

SAR Specific Absorbtion Rate 

 

ASAR Average Specific Absorbtion Rate 

 

ANSI American National Standard Institute 

 

FSK Frequency Shift Keying 

 

PLL Phase Locked Loop 

 

IRUW Impulse Radio Ultra Wideband 

 

BPSK Binary Phase Shift Keying 

 

OOK On-Off Keying 

 

SNR Signal to Noise Ratio 

 

BER Bit Error Rate 

 

SRF Self Resonance Frequency 

 

LVS Layout Vs Schematic 

 

ADS Advanced Design System 

 

OCD Obsessive Compulsive Disorder 
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Abstract: 

Neural prostheses and therapies rely on electrical stimulation and neural recording 

which is done through implanted electrodes in the brain. These neural stimulations 

and the responses received from them by the means of implanted electrodes, have 

resulted in a dramatic progress in prostheses and neural implantable chips. The 

improvement in Microelectronic field requires a new generation of high speed data 

transmission and in order to increase the speed, stimulation and receiving the 

response need to be done simultaneously. 

 In this research, a RF receiver with OOK modulation has been designed and 

simulated in order to receive brain stimulation signal and hands it to the implanted 

electrodes. This receiver consists of a 2.4 GHz LNA and a mixer and has been 

designed in a way that can be used in a full-duplex transceiver, so the isolation 

between the receiver and the transmitter is really important and has been taken into 

account. 

 In the LNA, a common source structure with source degeneration technic has been 

implied and its NF has been improved by adding a new transistor to the basic 

structure. A double-side PSC has been suggested and simulated using ADS EM 

Simulation in order to increase the isolation between the receiver and the transmitter 

and sharpen the frequency response of the LNA. This Double-side PSC has not only 

increased the isolation, but also decreased the area of the chip and total power 

consumption. 

 A new structure has also been suggested for the mixer which is based on using 

consecutive inverters. In the suggested structure, the RF signal will be down 

converted to the base band and filtered and reached to the proper digital level 

simultaneously. The dynamic power consumption of the suggested mixer is also so 

low. 

The simulations have been done in TSMC 0.18μm in Cadence, with 1.2V voltage 

supply. The layout of the designed receiver has also been drawn. After the post layout 

simulation, the achieved data rate is 100 Mbps, power consumption is 3 mW, energy 

per bit is 30pJ and the size of the chip is 0.3 2mm . 
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